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B0, ALO; & TiO, ZHHARMEE £ OWIZEHE T
BN ED SN TS [1][2][3]. FALlE, Wei LiFHic Kk
D #H s E Nz ALOL/TiO, FEJE I [4] I H L7z, ALO,/
TiO, FER T, FEDOIEH%E Inm FEEICHIEIT S C &
T Maxwell-Wagner %15 [5] D58 L, %% >1000 %
RETERTEMMEINTED, Fr T X2 — D)5
DR CE 5.
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